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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月6日(2015.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第ＩＩＩ－Ｖ族薄膜を形成する方法であって、
　第１反応空間内の基板を準単分子層適用範囲にて第ＩＩＩ族先駆体と接触させて第ＩＩ
Ｉ族金属薄膜を形成することと、
　第２反応空間内の前記基板を第Ｖ族先駆体と接触させて第ＩＩＩ－Ｖ族薄膜を形成する
ことと、
　前記第２反応空間内の前記基板を前記第Ｖ族先駆体と接触させるに先立ち、前記第ＩＩ
Ｉ族金属薄膜を第３反応空間内の水素含有種と接触させることと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１反応空間が前記第２反応空間から流体的に分離されている、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記基板を前記第ＩＩＩ族先駆体と接触させることにより、前記基板上に前記第ＩＩＩ
族金属の非自己限定層を形成する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第Ｖ族先駆体が窒素含有種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記窒素含有種が窒素の活性中性種を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記窒素の活性中性種が、分子状窒素（Ａ３Σｕ

＋）の最低励起状態を有する窒素種で
あることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記窒素含有種がＮ２とＨ２との混合物を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第Ｖ族先駆体が第Ｖ族含有分子のプラズマ活性化種を含む、請求項１に記載の方法
。
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【請求項９】
　前記第２反応空間の前記基板を前記第Ｖ族先駆体と接触させることが第Ｖ族先駆体およ
び水素含有種を提供することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第ＩＩＩ族先駆体がガリウム含有種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第ＩＩＩ族先駆体がホウ素（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）およ
びインジウム（Ｉｎ）から選択される１つ以上の種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第ＩＩＩ族先駆体が金属有機種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１反応空間内の前記基板を前記第ＩＩＩ族先駆体と接触させることにより約１単
層（ＭＬ）に及ぶ厚さを有する第ＩＩＩ族半導体層を形成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２反応空間内の前記基板を前記第Ｖ族先駆体と接触させることにより約１単層（
ＭＬ）未満の厚さを有する第ＩＩＩ－Ｖ族薄膜を形成する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第ＩＩＩ－Ｖ族薄膜が第ＩＩＩ族金属窒化物薄膜である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第ＩＩＩ－Ｖ族膜を形成する間に前記基板を加熱することを更に含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記水素含有種が水素（Ｈ２）および水素の励起種から選択される、請求項１に記載の
方法。
【請求項１８】
　前記第ＩＩＩ－Ｖ族薄膜を第３反応空間内の水素含有種と接触させることを更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記水素含有種が水素（Ｈ２）および水素の励起種から選択される、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記ＩＩＩ－Ｖ族薄膜が、ＩｎｘＧａ（１－ｘ）Ｎを含み、「ｘ」は０より大きく、１
未満の数である、請求項１に記載の方法。
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